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Уважаемый Владислав Гавриилович!

Подтверждаю согласие на назначение Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения науки Институт автоматики и процессов 
управления Дальневосточного отделения Российской академии наук ведущей 
организацией по диссертации Рябищенковой Анастасии Геннадьевны «Адсорбция, 
диффузия и интеркаляция немагнитных атомов на поверхностях тетрадимитоподобных 
топологических изоляторов» по специальности 01.04.07 -  Физика конденсированного 
состояния на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации 
в автореферат диссертации А.Г. Рябищенковой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.
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